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1. 研究背景 

ダイヤモンド状炭素 (DLC: Diamond-like Carbon film) 膜は，sp2構造と sp3構造が混在する非晶

質炭素膜の一つである．DLCは不純物ドープにより物性が変化することが知られ，シリコンドー

プ DLC（Si-DLC）の基板との密着性や耐酸化性，添加物との反応性の向上などが報告されている

（1）．また，窒素ドープ DLC（N-DLC)は，導電性向上特性を生かした電極材料などへの応用が期

待されているが，実用化には抵抗率の高さが課題である．そこで本研究では，プラズマ周波数に

おける N-DLCの電気特性の制御を目的として，13.56 MHz（RF：Radio Frequency）と 29.6 kHz（LF：

Low Frequency）電源を用いて成膜した N-DLCについて，電気特性の比較検討を行う． 

2. 実験 

プラズマ CVD法を用いて SiO2基板上に DLCを成膜した．成膜条件は電源周波数を 13.56 MHz

と 29.6 kHz，原料ガスは CH4+N2（混合ガス）とし，窒素流量比を 0～60 ％で変化させた．また

成膜時間は 20 分とした．成膜時の窒素流量比の条件において，プラズマ周波数が窒素含有 DLC

の電気的特性に及ぼす影響について抵抗率測定から評価した．なお，抵抗率測定は，SiO2 基板に

成膜した DLC表面に Au-Pd蒸着によりくし形電極を作製し，電磁シールド内にて，デジタル・エ

レクトロメータ（8252，ADCMT）を用いて，定電圧印加方式にて測定した抵抗値から算出した． 

3. 結果 

図 1 に抵抗値率測定の結果を示す．一

般的に DLC の抵抗率は 109～1014 Ω・cm

とされる（2）．LF-DLCも，窒素流量比 40 %

を除きこの範囲に収まったが，窒素流量

比 40 %では抵抗率が 3桁近く減少し，導

電性に寄与する現象が確認された． 
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図 1プラズマ CVD法により成膜した DLCの電源周波数と

窒素流量比の及ぼす抵抗率への影響 
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